PRIMER PARCIAL

1.

o banda de frecuencia de una resistencia. ¢Cual de las

Explica qué se entiende por rango
ango de frecuencias mas limitado? Describe como

tecnologias de resistencias estudiadas tiene un r

LN e o AW N

estan fabricadas, y cuéles son sus caracteristicas y aplicaciones méas importantes. (1.5p)
2. Exp!icé cémo y con qué materiales estan fabricados los ,condensadéres electroliticos de aluminio,
enumerando sus propiedades y aplicaciones mas destacadas. (1.5p)
3. ¢Qué forma tiene la curva que representa la tasa instantanea de fallo de un componente electronico
en funcién de su edad? Describela brevemente. (1.5p)
4. Explica brevemente en qué propiedad se basan los métodos fisicos de depuracion del silicio. (1.5p)
5. Indica'en qué consiste y para qué se utiliza el método Czochralski. (0.75p)
5. :Qué particdla?idad presenta la caracteristica de un diodo tinel? (0.5p)
7. Cuando se fabrica un transistor MOSFET mediante tecnologia planar, ;cuéles son los parémetros
constructivos méas importantes que condicionaran el valor de la frecuencia limite de uso del transistor
fabricado? (0.5p)
8. Indica el material o posibles materiales que se utilizan para:
- Elaislante de la puerta de un MOSFET.
- Lacapa conductora sobre el aislante en la puerta de un MOSFET.
- Fabricar un transistor MESFET..
- Lab capa de material que se utiliza debajo de las mascaras en litografia. {0.75p)
9. Justifica adecuadamente la relacién existente entfe la tension umbral y la longitud de onda de
emision de un diodo LED. ) ' E ' (0.75 p)
1\ 0. E.xplica las d§ferencias fuqdamentales que hay entre la estructura y la emision de un diodo rojo y un
'+ diodo blanco. ‘ (0.75 p)
SEGUNDO PARCIAL
. 1. Disefio jerérquico de circuitos electrénicos. (1,25 p)
Técnica de aislamiento Isoplanar Il para circuitos ih-tegrados monoliticos. (1,25 p)
. Fabricacién de transistores PNP laterales en circu'itos‘ihtegrados BJT. (1,25 p)
Medicién de las resistencias difundidas en un circuito integrado. _ (1,25 p)
Transistor MOS con estructura de puerta de silicio para circuitos integrados FET. (1,25 p)
Fundamentos y ventajas de la tecnologia FET de Arseniuro de Galio. _ (1,25 p)
Proceso de fabricacion de cir;:uitos impresos basado en Persulfato de Amonio. (1 25 p)
y Montaje de componentes SMT sobre placa de circuito impreso. (1,25 p)




